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(57) Abstract 

The invention relates to a method for structuring a metalliferous layer. The metalliferous layer (4) is etched using an etching mask 
(8) in a plasma-enhanced etching gas atmosphere at a temperature of more than 130 **C in the presence of at least one halogen compound 
and at least one oxidant. The concentration of said oxidant is higher than the concentration of the halogen compound. 

(57) Zusammenfassung 



Es wird ein Verfahren zum Strukturieren einer metallhaltigen Schicht vorgeschlagen. Die metallhaltige Schicht (4) wird dabei unter 
Verwendung einer Atzmaske (8) in einer plasmaunterstutzten Atzgasatmosphare bei einer Temperatur oberhalb von 130 **C in Anwesenheit 
zummdest einer Halogenverbindung und zumindest eines Oxidationsmittels geatzt. wobei die Konzentration des Oxidationsmittels hoher als 
die Konzentration der Halogenverbindung ist. 
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Beschreibung 

Verfahren zum Strukturieren einer metallhaltigen Schicht 

5 Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie 
und betrifft ein Verfahren zum Strukturieren einer metallhal- 
tigen Schicht. 

In der Halbleitertechnolgie besteht ein hoher Bedarf an 

10 Strukturierungsverf ahren fur eine Vielzahl von Schichten aus 
unterschiedlichen Materialien. So ist es beispielsweise bei 
der Herstellung von CMOS-Transistoren notwendig, das relativ 
diinne Gatedielektrikum ohne Verunreinigung benachbarter Regi- 
onen zu atzen. Bisher wurde als Dielektrikummaterial Silizi- 

15 umoxid verwendet. Aufgrund der f ortschreitenden Miniaturisie- 
rung muJi jedoch das Gatedielektrikum zunehmend diinner ausge- 
bildet werden, um die notwendige kapazitive Kopplung der Ga- 
teelektrode mit dem unter dem Gatedielektrikum befindlichen 
Kanalgebiet auf rechtzuerhalten, Verbunden mit der Dunnung des 

20 Gatedielektrikums ist jedoch die Gefahr eines unerwunschten 
elektrischen Durchbruchs sowie die Moglichkeit des Tunnelns 
von Elektronen. Daher wird versucht, das Siliziumoxid durch 
andere Materialien mit hoherer Dielektriziatskonstante zu er- 
setzten, die infolge ihrer Dielektriziatskonstante ein groJie- 

25 re Materialdicke bei gleichen elektrischen Eigenschaf ten (Ka- 
pazitat ) zulassen . 

Weiterhin besteht auch der Wunsch bei der Herstellung von 
Halbleiterspeichern, die einen Kondensator zum Speichern von 
30 Ladungen verwenden (DRAM), das bisher verwendete Kondensator- 
dielektrikum aus Siliziumoxid durch ein Material mit hoherer 
Dielektrizitatskonstante zu ersetzten. 

Als Strukturierungsverf ahren werden zum Beispiel physikali- 
35 sche Verfahren (Sputtern) verwendet, bei denen beschleunigte 
lonen auf die zu strukturierende Schicht gerichtet werden und 
somit diese abtragen. Problematisch bei diesen Verfahren ist 
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die relativ geringe Selektivitat zwischen der zu strukturie- 
renden Schicht und dem verwendeten Maskenmaterial, so dafi ei- 
ne genaue Strukturubertragung oftmals nicht moglich ist. 

5 Eine hohere Selektivitat weisen dagegen Verfahren unter Ver- 
wendung von Atzgasen auf. Derartige Verfahren sind zum Bei- 
spiel in der US 3,951,709, DE 27 38 839 Al, JP 07-254606 A, 
US 4,026,742, US 5,382,320 und der US 3,923,568 beschrieben, 
die sich jedoch nur teilweise fur Schichten mit dielektri- 
10 schem Charakter anwenden lassen. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Verfahren zum einfa- 
chen Strukturieren einer metallhaltigen Schicht, insbesondere 
einer dielektrischen Schicht, mit hoher Selektivitat an- 
15 zugeben. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB gelost durch ein Verfahren 
zum Strukturieren einer metallhaltigen Schicht mit den 
Schritten: 

- ein Substrats mit einer metallhaltigen Schicht wird bereit- 
gestellt, wobei die metallhaltige Schicht aus Titan (Ti) , 
Titanoxid (TiO.) , Tantal (Ta) , Tantaloxid (Ta.Oy) , Aluminium 
(Al), Aluminiumoxid (Al^Oy) oder aus einem Gemisch dieser 
Metalle und Oxide besteht; 

- auf die metallhaltige Schicht wird eine Atzmaske aufge- 
bracht und strukturiert; 

- die metallhaltige Schicht wird unter Verwendung der Atzmas- 
ke in einer plasmaunterstutzten Atzgasatmosphare bei einer 
Temperatur oberhalb von 130»C in Anwesenheit zumindest ei- 
ner Halogenverbindung und zumindest eines Oxidationsmittels 
geatzt, wobei die Konzentration des Oxidationsmittels hoher 
als die Konzentration der Halogenverbindung ist. 

Mit dem erfindungsgemaUen Verfahren lassen sich metallhaltige 
Schichten insbesondere mit einer hohen Selektivitat zu Sili- 
ziumoxid und Polysilizium atzen. Die metallhaltige Schicht 
kann dabei aus Titan (Ti), Tantal (Ta) , Titanoxid (TiOx) , 



20 



25 



30 
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Tantaloxid (Ta^Oy) , Aluminium (Al) , Aluminiumoxid (Al^Oy) oder 
aus einem Gemisch der vorgenannten Oxide und Metalle beste- 
hen. Es hat sich gezeigt, dafi derartige metallhaltige Schich- 
ten bei Temperaturen oberhalb von 130 "C mit den im Plasma 
5 entstehenden Halogenradikalen reagieren und fluchtige Verbin- 
dungen bilden. Diese kSnnen daher leicht von der metallhalti- 
gen Schicht verdampfen. Gunstig ist, die Temperatur zum Atzen 
der metallhaltigen Schicht zwischen 200°C und 300°C, bevor- 
zugt bei etwa 250 »C zu wahlen. Bei hoheren Temperaturen kon- 
10 nen die beim Atzen gebildeten Metallhalogene leichter ver- 
dampfen, so daB gegebenfalls sogar Temperaturen oberhalb von 
30C°C, beispielsweise bei 350°C, gewahlt werden konnen. Dies 
ist insbesondere bei schwer fliichtigen Metallhalogenen vor- 
teilhaft. 



15 



20 



Bei derart hohen Temperaturen empfiehlt sich die Verwendung 
einer Atzmaske aus Siliziumoxid oder Polysilizium. Urn einen 
Angriff dieser Maskenmaterialien durch die Halogenverbindung 
zu vermeiden, ist der At zgasmischung ein relativ hoher Anteil 
an Oxidationsmittel zugesetzt. Durch dieses wird zumindest 
die freiliegende Maskenoberf lache, d.h. die Oberseite und die 
Seitenflanken der Atzmaske, durch Oxidation passiviert, so 
daJi die Halogenverbindung die Atzmaske nur noch geringfagig 
angreifen kann. Die Atzmaske ist dadurch weitestgehend passi- 
25 viert. Dies tragt weiterhin auch zu einer hohen MaBhaltigkeit 
bei der Strukturiibertragung von der Atzmaske auf die metall- 
haltige Schicht bei. Als Oxidationsmittel kommt insbesondere 
Sauerstoff in einer Konzentration oberhalb von 50%, bevorzugt 
zwischen 90% und 99% in Betracht. Als Halogenverbindung wer- 
den fluorierte Kohlenstoffe oder Kohlenwasserstof f e, insbe- 
sondere CF4, SFe, NF3 oder CHF3 bevorzugt, deren Konzentration 
geringer als die Konzentration des Oxidationsmittels ist. Be- 
vorzugt liegt die Konzentration der Halogenverbindung unter- 
halb von 20%, besonders bevorzugt zwischen 1% und 10%. 

Bei Verwendung von fluorierten Kohlenwasserstof fen kann es zu 
einer Polymerf ilmbildung wShrend des Atzvorganges kommen. 



30 
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Dieser mufi unter Umstanden nachfolgend entfernt werden. Es 
ist auch moglich, diesen Polymerfilm auf der zu atzenden 
Schicht zu belassen, sofern dies gewunscht ist. 

Bei fluorierten Kohlenstof f en tritt eine deartige Polymer- 
filmbildung nicht auf, so dali mit diesen Atzgasen besonders 
sauber geatzt werden kann. 

Der relativ hohe Anteil an Oxidationsmittel wahrend des At- 
10 zens kann weiterhin zu einer Oxidation der metallhaltigen 

Schicht fiihren, die dadurch fiir die Halogenverbindung leich- 
ter angreifbar ist. Mittels des erf indungsgemafJen Verf ahren 
ist sogar ein Atzen von Edelmetallen bzw. von Metalloxid- 
schichten, die zum Teil in polykristalliner Form vorliegen, 
15 moglich. 



20 



35 



Anwendung findet dieses Verfahren bevorzugt bei der Herstel- 
lung von Transistoren und von Speicherzellen . 



Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausf iihrungsbei- 
spiels beschrieben und in einer Zeichnung dargestellt. Es 
zeigen : 

Figuren 1 bis 3 einzelne Verf ahrensschritte des erfindungs- 

gemaBen Verfahrens; 
25 Figur 4 eine Augeranalyse eines Gateoxids nach Ent- 

fernen einer Titanschicht; 
Figuren 5a bis 5c einzelne Prozelischritte bei der Herstellung 

eines Gatestacks mit dem erf indungsgemaJien 
Verfahren; 

30 Figur 6 eine Augertief enanalyse des Gateoxids; und 

^^^""^ REM-Aufnahme eines mit dem erfindungs- 

gemalien Verfahren geatzten Gatestacks. 



Zunachst wird ein Substrat 2 bereitgestellt, auf dem eine me- 
tallhaltige Schicht 4 und eine weitere Schicht 6 zur Bildung 
einer Atzmaske 8 angeordnet sind. Sofern das Verfahren zur 
Herstellung eines Transistors verwendet wird, besteht das 
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Substrat 2 bevorzugt aus Silizium, in dem bereits hier nicht 
naher dargestellte Dotierungsgebiete geschaffen wurden. In 
diesem Fall dient die metallhaltige Schicht 4 zur Bildung des 
Gatedielektrikums des Transistors. Wird dagegen dieses Ver- 
fahren bei der Herstellung einer Halbleiterspeichereinrich- 
tung verwendet, kann das Substrat auch aus einem isolierenden 
Dielektrikum, z.B. Siliziumoxid, Oder aus Silizium bestehen. 

Die metallhaltige Schicht 4 besteht in dem hier beschriebenen 
Ausf iihrungsbeispiel aus Titan bzw. Titanoxid (TiOx) . Als wei- 
tere Schicht 6 wird eine Schicht aus Polysilizium oder aus 
einem Lackmaterial verwendet, das relativ temperaturstabil 
und nur geringfugig oxiderbar ist. 

Zunachst wird die weitere Schicht geeignet strukturiert , was 
bei einer Lackschicht unmittelbar f otolithograf isch und bei 
einer Polysiliziumschicht unter Zuhilfenahme einer fotolitho- 
grafisch strukturierbaren Schicht erfolgt. Dadurch entsteht 
die in Figur 2 dargestellte Struktur mit der Atzmaske 8 auf 
der metallhaltigen Schicht 4 • 

Nachfolgend wird ein At zgasgemisch aus CF4 und Sauerstoff 
(O2) zum Trockenatzen der metallhaltigen Schicht 4 bereitge- 
stellt. Dieses erfolgt in einem Plasmareaktor . Im vorliegen- 
den Ausf iihrungsbeispiel wurde ein Atzreaktor zum weitestge- 
hend isotropen Atzen verwendet. Das erf indungsgemaBe Verfah- 
ren kann aber auch als anisotropes Atzverfahren ausgelegt 
sein. Trotz des hier beschriebenen isotropen Atzens ist eine 
gute Strukturiibertragung von der Atzmaske 8 auf die metall- 
haltige Schicht 4 moglich, da einerseits die Atzmaske 8 beim 
Atzen passiviert und damit relativ wenig angegriffen wird, 
und andererseits bei relativ diinnen metallhaltigen Schichten 
4 nur ein geringes Unteratzen der Atzmaske 8 moglich ist. 
Bedarfsweise kann der Atzvorgang auch mit einer physikali- 
schen Atzkomponente unterstutzt werden. In diesem Fall werden 
lonen in Richtung auf die metallhaltige Schicht beschleunigt , 
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die damit nur zu einem Abtragen dieser Schicht in den nicht 
von der Atzmaske 8 bedeckten Bereiche beitragen. 

Das Substrat 2 mit der metallhaltigen Schicht 4 wird auf eine 
Temperatur zwischen 230°C und 270°C, bevorzugt auf 250 °C, im 
Atzreaktor erwarmt. Giinstig ist weiterhin, den gesamten Pro- 
ze/iraum auf diese Temperatur zu bringen, um etwaige storende 
Temperaturgradienten zu vermeiden.. AnschlieBend wird das Atz- 
gasgemisch in den Atzreaktor eingeleitet und mittels einer 
induktiven Hochf requenz-Einkopplung zur Bildung eines Plasmas 
angeregt. Die Plasmaanregung kann auch durch Mikrowellenanre- 
gung erfolgen. 

Durch die Plasmaanregung wird die Halogenverbindung, in die- 
15 sem Fall CF^, unter Bildung von Halogenradikalen (Fluorradi- 
kale) zersetzt. Diese Radikale konnen dann die metallhaltige 
Schicht 4 angreifen und dabei Metallhalogenide bilden. Sofern 
die metallhaltige Schicht 4 aus Titan oder Titanoxid besteht, 
bildet sich zum Beispiel TiFx. 

20 

Durch den hohen Sauerstof f anteil im Atzgasgemisch wird das 
Titan in der metallhaltigen Schicht 4 zunachst zumindest 
teilweise zu Titanoxid (TiO.) oxidiert. Sofern die metallhal- 
txge Schicht 4 nahezu vollstandig aus Titanoxid besteht, rea- 
25 giert das Titanoxid unmittelbar mit dem Fluorradikalen zu 

TiF,. Der Sauerstoff reagiert dabei teilweise mit dem Kohlen- 
stoff zu COx- 



30 



35 



Der hohe Sauerstof f anteil, der bevorzugt oberhalb von 90% 
liegt, ftihrt dariiber hinaus auch zu einer Passivierung der 
Atzmaske 8. Insbesondere bei Verwendung von Polysililium als 
Maskenmaterial wird die Oberflache der Atzmaske 8 oxidiert 
und kann daher dem Angriff der Fluorradikale deutlich linger 
widerstehen. Gunstig wirkt sich hierbei aus, da/i CF. in rela- 
tiv geringer Konzentration, d.h. zwischen 1% und 10%, vor- 
liegt und daher nicht zu einem starken Atzangriff f iihrt . 
Gunstige Mischungsverhaltnisse zwischen CF4 und O2 liegen 
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zwischen 1:99 und 20:80. Die durch den Sauerstoff gebildete 
Passivierungsschicht 10 ist in Figur 3 dargestellt . Obwohl 
trotz der relativ starken Verdunnung der Halogenverbindung 
die Atzmaske durch den Radikalenangrif f teilweise abgetragen 
5 werden kann, baut sich durch die Anwesenheit von Sauerstoff 
stets eine neue Passivierungsschicht 8 auf, die der Abtragung 
entgegenwirkt . Dadurch wird das Abatzen von Polysilizium als 
Atzmaskenmaterial deutlich verlangsamt , wodurch eine hohe Se- 
lektivitat zwischen Polysilizium und der metallhaltigen 
10 Schicht erreicht wird. 

Der Grund fur den relativ geringen Abtrag von Polysilizium 
als Atzmaske durch die Fluorradikale wird in der relativ ho- 
hen Bindungsenergie von SiO^ bzw. SiOz vermutet . Deren Bin- 
15 dungsenergie ist zu hoch, urn durch den geringen Fluoranteil 
signifikant geatzt zu werden. Im Gegensatz dazu dtirfte die 
Bindungsenergie von TiO^ deutlich geringer sein, urn den Flu- 
orangriff zu widerstehen. Daher ist es gunstig, die Titan- 
schicht zu oxidieren, 

20 

Der dem erf indungsgemaJien Verfahren zugrundeliegende Atzme- 
chanismus kann daher wie folgt beschrieben werden. Durch den 
hohen Anteil an Oxidationsmitteln wird zunachst die metall- 
haltige Schicht oxidiert . Sofern bereits eine Metalloxid- 
schicht vorliegt bedarf es keiner zusatzlichen Oxidation. 
Dann wird das Metalloxid, insbesondere TiOx, TaxOy und Al^Oy 
durch die Halogenverbindung abgeatzt. Bei diesem Atzen bleibt 
jedoch die Konzentration des Oxidationsmittels ausreichend 
hoch, um ggf. die Atzmaske durch deren Oxidation zu passivie- 
ren. Insbesondere bei Verwendung von Silizium oder Silizium- 
oxid als Atzmaske fuhrt die Oxidation der Atzmaske zu deren 
Passivierung gegeniiber den Halogenverbindungen . Die Oxidation 
der metallhaltigen Schicht muJi jedoch nicht notwendigerweise 
durch einen vorangehenden Oxidationsschritt erfolgen. Es ist 
35 auch moglich, die metallhaltige Schicht kontinuierlich, d.h. 
schichtweise zu oxidieren und die jeweils oxidierte Schicht 
mit der Halogenverbindung zu entfernen. 



25 



30 
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Sofern zur At zunterstiitzung zusatzlich lonen auf die metall- 
haltige Schicht 4 . beschleunigt werden, tragt die Passivierung 
der Atzmaske 8 ebenfalls zu deren hoher Widerstandsf ahigkeit 
bei. Die teilweise abgetragene Passivierungsschicht 10 wird 
dabei standig erneuert. Durch die beschleunigten lonen weist 
das Strukturierungsverfahren eine zusatzliche physikalische 
Atzkomponente auf, die zu einer starkeren Anisotropie f iihrt . 
Die lonen konnen entweder gleichzeitig die gebildeten Fluor- 
radikale sein, oder durch zusatzliche lonen, beispielsweise 
aus einem Argongas, gebildet werden. 



Beispiel 



15 



20 



25 



Nachfolgend werden Ergebnisse eines Trockenatzprozesses zum 
Entfernen von TiO^ mit hoher Selektivitat zu Polysilizium und 
Si02 vorgestellt. Dazu wurde Titan auf ein etwa 1 . 5 nm dickes 
Gateoxid aus Siliziumoxid aufgestaubt (sputtern) und danach 
vollstandig durch einen Hochtemperaturschritt in Sauerstoff- 
atmsphare durchoxidiert . Dadurch wurde eine etwa 10 nm dicke 
TiOx geschaffen, die nachfolgend unter Verwendung einer Maske 
aus Polysilizium von den nicht maskierten Bereichen wieder 
vollstandig entfernt wurde. 



Prozefischritte 


1 


2 


3 


4 


5 


RF-Zeit (sec) 


0 


2 


30 


10 


0 


RF-Verz5gerung (sec) 


0.1 


5 


0 


0 


1 


RF-Leitung (W) 


0 


900 


900 


900i 


0 


Druck (Torr) 


1.1 


0.7 


0.7 


1.1 


1.1 


Gas 1 : O2 


2000 


400 


3000 


4200 


2000 


Gas 2: CF4 


0 


10 


60 


10 


0 


Gas 3: N2 


200 


100 


400 


200 


0 


Temp. Co 


230 


230 


230 


230 


230 



Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, daB zunachst in 
Schritt 1 im wesentlichen nur Sauerstoff in die Atzkammer 
eingeleitet wurde, um das Titan weitestgehend vollstandig in 
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Titanoxid umzuwandeln, um es nachfolgend mittels CF4 zu at- 
zen. Der weiterhin hohe Anteil an Sauerstoff (Schritte 2 bis 
4) dient dabei als Passivierung des Polysiliziums bzw, des 
Siliziumoxids . 

5 

Das Gateoxid war nach dem Entfernen des Titanoxids vollstan- 
dig intakt, d.h., der Atzprozefi weist eine hohe Selektivitat 
zu Silizium bzw. Siliziumoxid auf . 

10 Das von der Titanoxidschicht befreite Gateoxid wurde an- 

schliefi^end einer Augeranalyse unterworfen, bei der auf dem 
Gateoxid kein Titan bzw. Titanoxid nachgewiesen werden konnte 
(siehe Figur 4) . Neben Silizium und Sauerstoff, die vom Gate- 
oxid herruhren, konnten nur unwesentliche Spuren von Kohlen- 

15 stoff und Fluor nachgewiesen werden. Dies deutet auf einen 

sehr sauberen AtzprozelJ hin. Die bei der Analyse verwendeten 
Meiiparameter waren Beschleunigungsspannung U=10kV, Elektro- 
nenstrom IwlSnA, Kippung des Substrats um 30"*, 4000-fache 
Vergrofierung . 

20 

Eine Augertief enanalyse des auf dem Substrat verbliebenen Ga- 
teoxids zeigte kaum nachweisbare Mengen an Titan in dem Gate- 
oxid. Dazu wurde das Gateoxid nach dem Entfernen der Titan- 
schicht fur jeweils eine gewisse Zeit mit Argonionen abgetra- 
25 gen und dann einer Augeranalyse unterzogen. Die Ergebnisse 
sind in Figur 6 gezeigt. 

Die Unversehrtheit des Gateoxids konnte wiederholt aus REM- 
Untersuchungen (Rasterelektronenmikroskop) geschlossen wer- 
30 den. Der Atzprozefi hat demnach auf dem Gateoxid (Silizium- 
oxid) gestoppt (Figur 7). Diese Aufnahme zeigt auch Unterat- 
zungen des Polysiliziums, deren Entstehung in den Figur 5a 
bis 5c gezeigt sind. 

35 Der erf indungsgemalie AtzprozelJ ist in Abwesenheit von gerich- 
teten und beschleunigten lonen im wesentlichen isotrop. Dies 
aulJert sich z.B. in einem teilweisen Unteratzen der Polysili- 
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ziumschicht . Bei den obigen Prozefiparametern ergibt sich bei- 
spielsweise bei einer Atzzeit von 30 sec (bezogen auf die 
Einwirkzeit von CF4) eine Unteratzung von ca. 55 nm, hingegen 
bei einer Atzzeit von 60 sec von etwa 120 nm. Dies ist in den 
Figuren 5a bis 5c verdeutlicht . Dabei sitzt in Figur 5a auf 
der Titanoxidschicht 4 eine Polysilizium 12 und auf dieser 
eine Siliziumoxidschicht 14, die als Hardmaske zum Struktu- 
rieren. der Polysiliziumschicht 12 als Gate diente. Nachfol- 
gend wird die Titanoxidschicht 4 geatzt, wobei unter Einwir- 
kung des Sauerstoffs die Flanken 16 der Polysiliziumschicht 
12 (Gate) durch Oxidation passiviert warden. Nach dem Atzen 
der Titanoxidschicht 4 verbleiben unter der Polysilizium- 
schicht 12 vom Randbereich nach Innen sich fortsetzende Un- 
teratzungen 18, die in Figur 5c gezeigt sind. Die Hohe der 
15 Unteratzung 18 kann durch Wahl der Atzzeit entsprechend ein- 
gestellt werden. 



10 
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Patentanspriiche 

1, Verfahren zum Strukturieren einer metallhaltigen Schicht 
mit den Schritten: 

- ein Substrats (2) mit einer metallhaltigen Schicht (4) wird 
bereitgestellt, wobei die metallhaltige Schicht (4) aus Ti- 
tan (Ti), Titanoxid (TiOx) , Tantal (Ta) , Tantaloxid (Ta^Oy) , 
Aluminium (Al) , Aluminiumox.id (AlxOy) oder aus einem Ge- 
misch dieser Metalle und Oxide besteht; 

- auf die metallhaltige Schicht (4) wird eine Atzmaske (8) 
aufgebracht und strukturiert ; 

- die metallhaltige Schicht (4) wird unter Verwendung der 
Atzmaske (8) in einer plasmauntersttit zten Atzgasatmosphare 
bei einer Temperatur oberhalb von 130 ''C in Anwesenheit zu- 
mindest einer Halogenverbindung und zumindest eines Oxida- 
tionsmittels geatzt, wobei die Konzentration des Oxidati- 
onsmittels hoher als die Konzentration der Halogenverbin- 
dung ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , d a li 

die Halogenverbindung ein fluorierter Kohlenstoff oder fluo- 
rierter Kohlenwasserstof f ist. 

3- Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daB 

als fluorierter Kohlenstoff SFg, NF3 oder CF4 verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , d a li 

als fluorierter Kohlenwasserstof f CHF3 verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , d a li 

die Temperatur wahrend des Atzens oberhalb von 200^*0, bevor- 
zugt bei 250 °C liegt. 
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6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, 
d a d u r c h g e k e n n 2 e i c h n e t , dafi 

die Halogenverbindung in einer Volumenkonzentration zwischen 
1% und 10% und das Oxidationsmittel in einer Volumenkonzent- 
5 ration zwischen 90% und 99% liegt, 

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali 

die Atzmaske (8) aus einem Material besteht, das durch Reak- 
10 tion mit dem Oxidationsmittel weitestgehend gegenuber der Ha- 
logenverbindung passivierbar ist. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennz e i chnet, dali 

15 die Atzmaske (8) aus Siliziumoxid (SiO^) oder Polysilizium 
besteht . 

9. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali 

20 als Oxidationsmittel Sauerstoff verwendet wird. 

10. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, d a fi 

unterstiitzend zum Atzen der metallhaltigen Schicht (4) zu- 
25 satzlich ein physikalischer Abtrag mit lonen verwendet wird. 
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